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【背景】 

UVB、UVC 域の紫外線は蛍光分析、殺菌、医療等の様々な分野で利用されている。紫外光源と

して主に水銀ランプが用いられているが、環境保護活動の高まりから有害な水銀を使用しない紫

外光源が求められている。我々は水銀を使用しない省エネルギーな紫外光源として電子線励起に

よる発光に注目し、発光材料として Pr:LuAG（Pr ドープ：Lu3Al5O12）を用いた UVB 域の紫外光

源を検討した。 

【実験及び結果】 

 Pr:LuAG のセラミックスを固相反応法により作製し電子線を照射した結果、波長 300nm 帯での

発光を確認した。このセラミックスを用いてレーザアブレーション法で基板上に成膜し、それを

焼成することで薄膜試料を作製した。作製した薄膜は XRD 測定により LuAG の回折線を観測し、

電子線励起でPr:LuAGセラミックス同様に波長 300nm帯で発光し多結晶膜であることを確認した。

作製条件を検討し電子線励起に適した構造とした Pr:LuAG 薄膜と電子を供給する電子源を組み込

んだ管球を作製した。この管球の発光特性を測定した結果、波長 300nm 帯で発光し 20mW 以上の

発光出力が得られ、Pr:LuAG 薄膜を用いた UVB 域の電子線励起紫外光源の可能性が確認できた。

詳細は当日報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1  Emission spectrum Fig. 2  Light output power vs. EB input power 
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